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グラフェンは，全物質中最高のキャリア移動度・飽和速度をはじめとした優れた電子物性を有

する．しかし，グラフェン電界効果トランジスタ(GFET)の高周波特性の実測値は，その優れた

物性から予想される理論値を大きく下回っている．動作中のデバイスの電子状態のナノスケール

観察が可能なオペランド顕微 X 線分光を用いた解析により[1-3]，チャネルを取り巻く界面との

相互作用に起因したナノスケール電子状態変調が，その大きな原因であることを，我々は明らか

にしている．これまでに我々は，SiC 基板の低温水素前処理による Si 終端面上に成長させたグ

ラフェン膜の高品質化に成功し，GFET の高性能化に成功している [4,5]．本発表では，C 終端

SiC 基板に低温水素前処理を施し，それが GFET の特性にどのような影響を与えるのかを研究

した． 

本研究では，II-Ⅵ社の C終端 SiC 基板を用い，その表面を低温水素前処理後にグラフェン化

を行った．その表面を LEEM 観察を行った結果，三層グラフェンが均一に形成させることに成功

した．通常 C終端 SiC 基板表面ではグラフェンが分厚く形成されてしまうが，我々の手法を用い

ることにより，この欠点を克服することができた． 

 このようにして作製した C 終端 SiC基板表面に作製されたグラフェンを用いた GFETを作製し

た．GFET作製の歩留まりに関し，水素前処理無しでは 40%程度だったものが，水素前処理により

90%まで向上した． 

 これらの GFETの高周波特性を調べた結果，高周波特性値として 

ft×Lg = 1.9 GHz・m （水素前処理無し） 

ft×Lg = 2.5 GHz・m （水素前処理あり） 

が得られた．以上の結果から，水素前処理は，Si 終端と C 終端双方の SiC 基板上グラフェンを

用いた GFET の特性を向上させることが明らかとなった．本研究開発の一部は，総務省 SCOPE

「Beyond 5G に向けたグラフェン/BN 原子積層を用いた低環境負荷な超高周波トランジスタ研究

開発」の一環として実施された． 
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